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Key Parameters

IGBT

Vces 4500 V
INnom 2000 A
Icrm 4000 A
Diode

VRRM 4500V
Ir 2000A
IFrRM 4000A
Merkmale

Druckkontaktierter IGBT mit integrierter

Freilaufdiode

Stabiler Kurzschluss im Fehlerfall

Hohe dynamische Robustheit
Hohe Kurzschlussrobustheit

Niedriges VCEsat
Trench IGBT 3

Typische Anwendungen

Hochleistungsumrichter
Mittelspannungsantriebe

Features

Press Pack IGBT with integrated Freewheeling Diode

Long term Short on Fail behavior
High dynamic robustness

High short-circuit capability

Low VCEsat

Trench IGBT 3

Typical Applications

Modulare Multi- Level Umrichter MMC fur HGU .

und Kompensationsanlagen
DC Leistungsschalter

High power converters

Medium voltage converters

Modular Multi Level Inverter MMC for HVDC and
FACTS

DC Breakers

4 5
B |
content of customer DMX code DMX code DMX code
digit digit quantity

serial number 1.7 7 1 2

SP material number 8..16 9 1

datecode (production day) 17..18 2

datecode (production year) 19..20 2 |/|

datecode (production month) 21.22 2 |\|

VT class (optional) 23..26 4

QR class (optional) 27..30 4
www.ifbip.com
support@infineon-bip.com
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Elektrische Eigenschaften / electrical properties

IGBT, Wechselrichter / IGBT, Inverter
Hochstzulassige Werte / maximum rated values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung v 4500 v
Collector-emitter voltage cEs
Kollektor-Dauergleichstrom Te=95°C, Tuimax=150°C | 2000 A
Continuous DC collector current crem
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom t=1ms | 4000 A
Repetitive peak collector current R
Gate-Emitter-Spitzenspannung v +-20 \4
Gate-emitter peak voltage GES )
Charakteristische Werte / characteristic values min. typ. max.
. sy lc=2000 A, Vee= 15 V; Ty=25°C VCE sat 2,70 \Y
Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung _ _ ’ 1o '
Collector-emitter saturation voltage le=2000 A, Vee =15 V; Tv,—125°C Vee sat 3,30 v
lc= 2000 A, Vee = 15 V; Ty=150°C Ve st 3,50 v
Gate-Schwellenspannun
Gate threshold vcljtage ’ lc=96 mA, Vee = Voe, Ty = 25°C Voetn 6,5 %
Gateladun
Gate chargge Vee=-15/15V Qs 40 uc
Interner Gatewiderstand
. T,j=25°C,vp =12V e 0,09 Ohm
Internal gate resistor
Eingangskapazitat f=1MHz, Tyj=25°C, Vee= 25 V, ‘
Input capacitance Vee=0V Cees 430 nk
Ruckwirkungskapazitat f=1MHz, Ty=25°C, Vee= 25V, c 6.3 nE
Reverse transfer capacitance Vee=0V res !
Kollektor-Emitter-Reststrom .
Collector-emitter cut-off current Vee=4500V, Vee =0V, Tj=25°C lees 150 KA
Gate-Emitter-Reststrom v V. Vee = 20 V. Tz 25° | 230 A
Gate-emitter leakage current =0V, Ver=20V, Ty=25°C GES n
Einschaltverzsgerungszeit, induktive Last | !¢ = 2000 A, Ve = 2800 V Ty=25°C 0,35 HS
Turn-on delay time, inductive load Ver=-15/15V Ty=125°C - toon 0,35 HS
ytme, Reon=1,0 Q2 T,=150°C 0,35 us
Anstiegszeit, induktive Last lc=2000 A, Vce = 2800 V Ty=25°C 0,32 HS
Rise time, inductive load Vee=-15/15V Ty=125°C tr 0,34 ps
’ Reon=1,0 2 ij:150°C 0,35 us
Abschaltverzogerungszeit, induktive Last | ¢~ 2000 A, Vee=2800 V Ty=25°C 50 HS
. ) ) Vee=-15/15V T,=125°C td off 52 us
Turn-off delay time, inductive load R
Reoff = 3,00 Ty=150°C 53 us
Eallzeit. induktive Last lc=2000 A, Vce= 2800 V Ty=25°C 0,6 us
Fall tim:ez inductive load Vee=-15/15V T=125°C t 16 us
’ Reoff= 3,0Q T,=150°C 1,8 us
prepared by: | CD date of publication: | 2024-07-10
approved by: | JP revision: 3.1
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Charakteristische Werte / characteristic values

min. typ. max.

. : lc=2000 A, Vce= 2800V, Lo = 150nH T,=25°C 6,4 J
Einschaltverlustenergie pro Puls ’ ! v '
Turn-on ener Iosg epr ulse di/dt = 5000 A/ps Ty=125°C Eon 9,5 J
9w pere Vee=-15/15V, Reon= 1,0 Q T,=150°C 9,9 J
; lc=2000 A, Vce= 2800 V, Lo = 150nH T,=25°C 6,4 J
Abschaltverlustenergie pro Puls 4 ! v
Turn-off ener Iosi :r ulse dv/dt= 2000V/us Ty=125°C Eor 85 J
gyloss perp Vet =-15 / 15 V, Roofr = 3,002 T,=150°C 9,2 J
Vee< 15V, Vee=2800 V, tpsc< 10
KurzschluRverhalten V:: Ve _T_CCE “di/dt prcs TUHS | 8.0 KA
SC data e * s ’
Tvi=150°C
Diode, Wechselrichter / Diode, Inverter
Hochstzuldssige Werte / maximum rated values
Periodisch Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage Vram 4500 v
Tc = 95°C, Tyymax = 150°C
Dauergleichstrom
Continuous DC forward current Ie 2000 A
Periodischer Spitzenstrom tp=1ms
Repetitive peak forward current Irrm 4000 A
StoRstrom Vg = OV, tp = 10ms, ij = 150°C
Surge current Irsw 18000 A
Grenzlastintegral Ve =0V, t, = 10ms, T, = 150°C 12t 1620
12t - value kA2s
Charakteristische Werte / characteristic values min. typ. max.
burchl Ir=2000 A, Vee=0 V; T,=25°C 3,40 v
‘ ure Zsssf’a””“”g I = 2000 A, Vee = 0 V; T,=125°C Ve 3,12 v
orward voltage I = 2000 A, Vee= 0 V; T,=150°C 3,10 v
Riickst it IF=2000 A, Vr=2800V, T,=25°C 1750 A
P“"ks romspiize . dir/dt = 5000 A/pss, Voe = -15V T,=125°C - 2350 A
eak reverse recovery curren T,~150°C 2500 A
Sperrverzégerungsladung Ir=2000 A, Vr=2800, T,=25°C 1000 UAS
Recovered Charge di¢/dt = 5000 A/ps, Vee = -15V TVJ=125°C Qrr 2250 UHAS
T,=150°C 2650 HAS
. Ir=2000 A, Vr= 2800V, T,=25°C 15 J
Abschaltenergie di/dt = 5000 A/js, Vet = -15V T=125°C | Ere 35 J
Reverse recovery energy T,=150°C 42 J
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Thermische Eigenschaften / thermal properties

IGBT, Innerer Warmewiderstand
IGBT, thermal resistance, junction to case

Kihlflache / cooling surface
beidseitig / two-sided, DC

Rihic ieeT

max. 6,6 K/KW

Diode, Innerer Warmewiderstand
Diode, thermal resistance, junction to case

Kihlflache / cooling surface
beidseitig / two-sided, DC

Rinic piode

max. 13,2 K/KW

IGBT, Ubergangs-Warmewiderstand
IGBT, thermal resistance, case to heatsink

Kihlflache / cooling surface
beidseitig / two-sided

Rinch

typ. 1,5 K/kW

Diode, Ubergangs-Warmewiderstand
Diode, thermal resistance, case to heatsink

Kihlflache / cooling surface
beidseitig / two-sided

RihcH

typ. 3,0 KIKW

Kollektor- Emitter- Gleichspannung
DC- stability

Tvj=25°C, 100 fit

VCE D

2800 \

Hochstzulassige Sperrschichttemperatur
maximum junction temperature

ij max

150 °C

Betriebstemperatur
operating temperature

Tyj op

-40...+150 °C

Lagertemperatur
storage temperature

)* storage temperature limited by gate cable

Tstg

-35...475 )* °C

Mechanische Eigenschaften / mechanical properties

Gehéause, siehe Anlage
case, see annex

Seite 5
page 5

Anpresskraft
clamping force

50...80 kN

Steueranschlisse
control terminals

DIN 46244 Gate

Emitter

A 4,8x0,8
A 6,3x0,8

Gewicht
weight

typ. 3000 g

Kriechstrecke
creepage distance

in acc. with IEC60664-1

typ. 35

Luftstrecke
Clearance distance

in acc. with IEC60664-1

typ. 12

Ebenheit der Kontaktflachen
Flatness of contact areas

ISO 1101

30 um

Schwingfestigkeit
vibration resistance

f =5-1000 Hz

50 m/s2

Date of Publication: 2024-07-10
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YEN

[ e

@125

26,5+ 0,5

coaxial line

o
Bl b

471+ 10

1: Kollektor/colector
2: Emitter/emitter

j

1 . \ 2 4: Gate
L]
N

5: Hilfsemitter/
emitter (control terminal)
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z tnjc /

analytical elements of transient thermal impedance Z nc

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rthn
IGBT 1,1 3 2 0,5
beidseitig —L</KWI
two-sided T [S] 7 0,2 0,06 0,005
. Rthn
Diode 2,2 6 4 1
. K/kW
beidseitig [K/kw]
two-sided T [S] 7 0,22 0,06 0,006
nmax
Analytische Funktion / analytical function: ZthJC = Z Rthn [1— e
n=1
14,0
- - T i
12.0 — .- =Diode .
IGBT - Al
10,0
$
> 8,0 -
— /
o /
5 6,0 , ——— 7]
N . =
4,0 / : /4/
> g
. - V
2’0 - P
0,0 —
0,0001 0,001 0,01 t[s] 01 1 10 100
Transienter innerer Warmewiderstand fur DC
transient thermal impedance Z wjc = f(t) for DC
Beidseitige Kiihlung / two-sided cooling
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Ausgangskennlinie IGBT,Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)

Ic=f(VcE), Vee=

15v

4,5
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s
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Vee [V]

Ausgangskennlinie IGBT, Wechselrichter (typisch)
output characteristic IGBT,Inverter (typical)

lc=f(Vce) , Ty=1

50°C
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5000
- = Tvj=25°C
4500
= - -Tvj=125°C
4000
Tvj=150°C
3500
3000
<
— 2500
2000
1500
1000
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500 i
0o=""
8 9 10 11 12 13 14
Vee [V]
Ubertragungscharakteristik IGBT, Wechselrichter (typisch)
transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)
lc =f(VeE) Vce =12V
10 i
9 1 Eon, Tvj=150°C
- = -Eon, Tvj=125°C
81— — Eoff, Tvj=150°C
7 1— ==== Eoff, Tvj=125°C
6
.5
2
w 4
3 — ="
=
2 fem==o
1
0
500 700 900 1100 1300 1500 1700 1900

lc [Al

Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT, Inverter (typical)
Eon =f(|C), Eoﬁzf(|c)

Vee= £15V, Reon= 1,0Q, Rco=3,0Q, Vce=2800V
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Vee [V]

Sicherer Rickwarts-Arbeitsbereich IGBT, Wechselrichter (RBSOA)
Reverse bias safe operating area IGBT,Inverter (RBSOA)

lc=f(VcE)

Vee< 3600V, Vee=115V, Reori= 10Q, Tyj=150°C

25 I
==== Eon[J @125°C
Eon [J] @150°C
20+~ — = Eoff [J] @125°C
= === Eoff [J] @150°C
15 Z
- // -
L 10 7 T A el
5
0
0 1 2 3 4 5 6
Ry [€Q]
Schaltverluste IGBT, Wechselrichter (typisch)
switching losses IGBT, Inverter (typical)
Eon:f(RG), Eoﬁ:f(RG)
Vee= 15V, lc= 2000A, Vce= 2800V
5000
4000 1
Chip f
= = = Disc ]
\
3000 ¥
]
: '.
2 2000 J
1000
0
0 1000 2000 3000 4000 5000
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4000 > v
| ! /, ’
- e am i=25° 7 ’
Tvj=25°C / g 17
/) P
4 = = =Tyj=125°C 2 .
3000 //; 7
— NP 7/ /
< Tvj=150°C %, .
— 7/
n 7 .
S Fd 7z
2000 > —
s P
v
¢ d o
cd 7
1000 4
0
0 0,5 1 2,5 3 3,5 4 4.5 5
Ve [V]
Durchlasskennlinie der Diode, Wechselrichter (typisch)
Forward characteristic of Diode, Inverter (typical)
IF=f(VE)
4,50
4,00 - - Erec [J]@125°C
3,50 —fechlolc . _—
3,00 ==
©
g 2,50 o ——
L|J - - -
2,00 -
1,50
1,00
0,50
0,00
0 500 1000 1500 2000 2500
ls (A)
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
switching losses Diode, Inverter (typical)
Erec:f(|F)
Rcon=1.0Q, Vce=2800V
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5 .
= = =Erec, Tvj=125°C

4 \\ Erec , Tvj=150°C _|

8 - - - - \‘
L 2 = - ———
1
0
0,5 1 15 2 2,5 3 3,5
Rgon [Q]
Schaltverluste Diode, Wechselrichter (typisch)
Switching losses Diode, Inverter (typical)
Erec:f(RG)
I[F=2000A, Vce=2800V
5000
4000
3000
E prna)(t
- 2000 SMW

1000

0

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Ve [V]

Sicherer Arbeitsbereich Diode, Wechselrichter (SOA)
Safe operation area Diode, Inverter (SOA)
Ir=f(VR) T\j=150°C
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Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschlielich fur technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die
Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes fiir die von Ihnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der
Vollstandigkeit der bereitgestellten Produktdaten fiir diese Anwendung obliegt lhnen bzw. Ihren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, fir die wir eine liefervertragliche Gewahrleistung
Ubernehmen. Eine solche Gewahrleistung richtet sich ausschlie3lich nach Mafl3gabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen
Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden fir das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls tibernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen bendétigen, die Uber den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und
insbesondere eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem fiir Sie
zustandigen Vertriebsburo in Verbindung (siehe www.infineon.com). Fur Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen kénnte unser Produkt gesundheitsgefahrdende Substanzen enthalten. Bei
Rickfragen zu den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem fur Sie
zustandigen Vertriebsbiiro in Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefahrdenden oder
lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir fur diese Falle
- die gemeinsame Durchflihrung eines Risiko- und Qualitdtsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitatssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einfuhrung von MalRnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend

empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher MaBnahmen abhangig

machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an Ihre Kunden zu geben.

Inhaltliche Anderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical
departments will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product
data with respect to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is
granted exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the
product and its characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific
application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.infineon.com). For those that
are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please
contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please
notify. Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.
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